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摘要(译)

薄膜晶体管包括：一对彼此水平间隔开的n型重掺杂区域; p型沟道区分别
位于n型重掺杂区之间，以便面对它们相关的栅电极; n型中间区域设置在
两个相邻的沟道区域之间;和两对轻掺杂区域。两对中的一对中的轻掺杂
区域具有相互不同的载流子浓度，并且位于重掺杂区域之一和比任何其
他沟道区域更靠近重掺杂区域的沟道区域之一之间。另一对中的轻掺杂
区域也具有彼此不同的载流子浓度，并且位于另一个重掺杂区域和另一
个沟道区域之间，该沟道区域比任何其他沟道区域更靠近重掺杂区域。
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